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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this research is to study the electrical properties of copper nitride 
(Cu3N) thin films. Cu3N were deposited on corning glass substrates by using reactive 
DC sputtering technique. Four samples were prepared with different deposition time to 
obtain samples of different thicknesses. The thickness of the samples increases as the 
deposition time increase. The electrical conductivity of Cu3N thin films was measured 
by using the Van der Pauw method. Results obtained show that the conductivity of Cu3N 
films increases as the thickness of the films increases. The effect of temperature on 
conductivity of the Cu3N thin film was also studied. The conductivity of the samples 
was measured under high temperature from 313 K to 573 K. The results show that the 
conductivity of Cu3N thin films increases as the temperature increases. The activation 
energy was also calculated. The sample with high conductivity has low activation 
energy. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji sifat elektrik saput tipis Cu3N. Cu3N 
telah dipendapkan pada permukaan substrat kaca dengan menggunakan kaedah percikan 
reaktif arus terus. Empat sampel telah disediakan pada masa pemendapan yang berbeza 
untuk menghasilkan sampel yang mempunyai ketebalan yang berbeza. Ketebalan sampel 
bertambah apabila masa pemendapan bertambah. Kekonduksian elektrik bagi saput tipis 
Cu3N diukur dengan menggunakan kaedah Van der Pauw. Keputusan yang diperolehi 
menunjukkan bahawa kekonduksian bagi saput tipis Cu3N meningkat apabila ketebalan 
saput bertambah. Kesan suhu terhadap kekonduksian saput tipis Cu3N juga turut di kaji. 
Kekonduksian bagi sampel telah diukur pada suhu tinggi dari 313 K hingga 573 K. 
Keputusan telah menunjukkan bahawa kekonduksian Cu3N meningkat dengan 
peningkatan suhu. Tenaga pengaktifan telah di kaji. Sampel yang kekonduksiannya 
tinggi mempunyai tenaga pengaktifan yang rendah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
